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ภาคผนวก ง. 

ประสิทธิภาพควันตัมของเซลลแสงอาทิตย  
และผลตอบสนองความยาวคล่ืนของโฟโตไดโอด 

 

ง.1  ประสิทธิภาพควันตัมของเซลลแสงอาทิตย 
 

ประสิทธิภาพควันตัม (Quantum Efficiency) เปนสัดสวนระหวางจํานวนโฟตอนแสงในแตละ 
ความยาวคล่ืน  ตอจํานวนประจุพาหะของเซลลแสงอาทิตย ท่ีกําเนิดจากโฟตอนแตละความยาวคล่ืน
นั้นๆ เม่ือแสงแตละความยาวคล่ืนตกกระทบเซลลแสงอาทิตยในความเขมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ยอมทํา
ใหจํานวนประจุพาหะรวมหรือคากระแสของเซลลแสงอาทิตยมีคาเปล่ียนแปลงไปนั่นเอง   

 

การวัดประสิทธิภาพควอนตัมของเซลลตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้   ใชเครื่องวัดประสิทธิภาพควันตัม 
(PV Measurements, Inc. QEW7 Solar cell measurement system)  โดยความอนุเคราะหการวัด
ทดสอบจากหองปฏิบัติการเทคโนโลยีแสงอาทิตย (STL) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ(เนคเทค) อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย) แสดงไดดังรูปท่ี ง. 1 

 

จากรูปท่ี ง. 1  ประสิทธิภาพควอนตัมของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอนผลึกเดี่ยว Cell #029 มีคาต่ํา
ประมาณ10 % ในชวงความยาวคล่ืนนอยกวา 400 nm   คาเพ่ิมขึ้นมากจนถึงประมาณ 70 %  
ในชวง 400 – 500 nm   แลวเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยไปถึงคา 80 % ในชวง 500 – 600 nm โดยมีคาสูงสุด 
85.6 % ท่ีความยาวคล่ืน 670 nm   แลวคาลดต่ําลงเหลือประมาณ 80 % ท่ี 700 nm   ลดลงเหลือ
ประมาณ 70 % ตลอดชวง 700 – 1,000 nm   และมีคาลดลงอยางมากจนเหลือประมาณ 30 %  
ท่ีความยาวคล่ืน 1,100 nm  
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รูปที่ ง.1  ประสิทธิภาพควอนตัมของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอนผลึกเดี่ยวท่ีใชในการศึกษานี ้

 

ง.2  ผลตอบสนองความยาวคลื่นของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอน 
 

ผลตอบสนองความคล่ืน (Spectral responsivity) เปนสัดสวนระหวางกระแสท่ีเซลลแสงอาทิตย
หรือโฟโตไดโอดจายออก  ตอกําลังงานแสงในแตละความยาวคล่ืน (wavelength) ท่ีตกกระทบหรือ
ปอนเขา   

 

เซลลแสงอาทิตยซิลิกอนผลึกเดี่ยวท่ีใชในการศึกษานี้  ไมไดถูกวัดผลตอบสนองความยาวคล่ืน 
เนื่องจากขอจํากัดดานเครื่องมือ   จึงอนุมานวา มีผลตอบสนองความยาวคล่ืนเชนเดียวกันหรือคลายกัน
กับผลตอบสนองความยาวคล่ืนของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอนโดยท่ัวไป ดังตัวอยางในรูปท่ี ง.2 
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รูปที่ ง.2  ตัวอยางผลตอบสนองความยาวคล่ืนของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอนโดยท่ัวไป 

(http://pvcdrom.pveducation.org/CELLOPER/spectral.htm) 

 

ง.3  ผลตอบสนองความยาวคลื่นของโฟโตไดโอด 
 

โฟโตไดโอดท่ีใชในการศึกษานี้  (13DSI003 และ 13AMP003)  เปนชนิดพีไอเอ็น ซิลิกอน 
โฟโตไดโอด (PIN silicon photodiode) มีพ้ืนท่ีรับแสง 1 ตารางมิลลิเมตร มีคาคาปาซิแตนสท่ีแรงดัน
ศูนย (ขณะลัดวงจร) เทากับ 45 pF ดังแสดงในรูปท่ี ง.3 

 

โฟโตไดโอดท่ีใชในการศึกษานี้  ไมไดถูกวัดผลตอบสนองความยาวคล่ืน เนื่องจากขอจํากัด 
ดานเครื่องมือเชนกัน    จึงอนุมานวา มีผลตอบสนองความยาวคล่ืนเชนเดียวกันหรือคลายกันกับ
ผลตอบสนองความยาวคล่ืนของโฟโตไดโอดชนิดซิลิกอนโดยท่ัวไป ดังตัวอยางในรูปท่ี ง.4 และ ง.5  
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รูปที่ ง.3  คุณสมบัติของโฟโตไดโอด รุน 13DSI003 

(http://www.datasheetarchive.com/13DSI003-datasheet.html) 

 

 
รูปที่ ง.4  ตัวอยางผลตอบสนองความยาวคล่ืนของโฟโตไดโอดชนิดซิลิกอน 

เทียบกับไพรานิมิเตอรและแสงอาทิตย 
(http://www.trutrack.com/intech/light_probe.html) 
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รูปที่ ง.5  ตัวอยางผลตอบสนองความยาวคล่ืนของโฟโตไดโอดชนิด PIN silicon  
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